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Dioda elektroluminescencyjna

Przedmiotem wynalazku jest dioda elektroluminescencyjna o zwigekszonej mocy promieniowania.

W zastosowaniach przemystowych wystepuje coraz czesciej konieczno$¢ uzyskiwania duzej mocy promie-
nistej diod, a w zwiazku z tym konieczno$¢ obcigzania ich znacznym pradem. Znanych jest dotychczas kilka
konstrukcji diod elektroluminescencyjnych o zwigkszonej mocy, lecz wszystkie wymagaja kosztownych obudéw
ceramiczno—metalowych oraz pracochtonnego montazu. Zgodnie z jednym ze znanych sposobéw strukture
pbétprzewodnikowy diody ze ztaczem p—n wykonanym metoda dyfuzyjng i wytrawiong ,,mesq’’ lutuje si¢ do dna
obudowy ceramiczno—metalowej, a nasteprie cato$¢ wygrzewana jest w piecu wodorowym w celu wytworzenia
kontaktu omowego do jednego z obszaréw ztgcza p—n. Nastepna operacjq jest przylutowanie tasiemki jednym
koricem do pierscienia obudowy a drugim do kulki ze stopu Sn In wtopionej w strukture ,,mesa’’. Nastepnie
ztacze maskowane jest zywicq silikonowa. ‘

Zmontowany zestaw obudowy ze ztaczem lutowany jest z elektrodq dolng a nastepnie gérna. Wszystkie
operacje lutowania wykonywane sq pod mikroskopem za pomocg lutownicy. Dla wzmocnienia zestaw obudowy
wraz zelektroda gérng zalewany jest zywica Epidian 5. Nastepnie od strony struktury wklejana jest szybka
ochronna za pomocq balsamu kanadyjskiego, tak aby przestrzeri miedzy szybka a strukturg p6tprzewodnikowa
byta wypetniona.

Diode elektroluminescencyjng wedfug wynalazku wykonuje sie nastepujgo: strukture pé+przewodnikowq
z wykonanym metoda dyfuzji ztagczem p—n i kontaktami wykonanymi metoda klasycznej fotolitografii przyluto-
wuje sie do podstawki a nastepnie wykonuje si¢ metoda ultrakompresji potaczenie naparowanego kontaktu do
nézki przepustu. Po pomiarze parametréw elektrycznych przy zmniejszonej mocy zasilania, elementy zakwalifi-
kowane jako dobre mocuje si@ np. przez zgrzewanie w gniezdzie obudowy wykonanej z materiatu dobrze
przewodzacego ciepto, korzystnie miedzi. Od strony struktury gniazdo wypetnione jest Zywicg polimeryzujaca
o wsp6tczynniku zatamania $wiatta wigkszym od 1,5 iduzej przenikliwosci, uformowang w ksztatt soczewki.
W niektérych przypadkach np. pracy w temperaturze powyzej 100°C celowe jest zastapienie soczewki z zywicy
wklejony m okienkiem szklanym.
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Dioda elektroluminescencyjna wedtug wynalazku w przyktadzie wykonania przedstawiona jest w przekroju
osiowym na rysunku. '

W gniezdzie obudowy 1 wykonanej z miedzi zamontowana jest przez zgrzewanie podstawka 2 ze strukturg
pétprzewodnikowa 3, ktéra jednym z obszaré6w przewodnictwa jest przylutowana do podstawki 2, a drugim
potaczona z przepustem 5 za pomoca termokompresji. Gniazdo obudowy 1 wypetnione jest Zzywica polimery-
2ujaca 4 o wspétczynniku zatamania $wiatta wigkszym od 1,5 i duzej przenikliwosci, uksztattowana w formie
soczewki. Przy montazu diody wedtug wynalazku mozna wykorzystaé urzadzenia i czesci uzywane do montazu
typowych urzadzen pétprzewodnikowych. Diode elektroluminescyjng wedtug wynalazku mozna wykonaé jako
urzadzenie wielosegmentowe. W tym przypadku schemat na rysunku przedstawia jeden segment urzadzenia.

ZastrzeZzenie patentowe

Dioda elektroluminescencyjna, o zwigkszonej mocy promieniowania wyposazona w strukture pétprzewod-
nikowg z wytworzonym w niej ztaczem p-n i obudowg wykonana z materiatu o duzej przewodnosci cieplnej, z n a-
mienna tym,Ze w gniezdzie obudowy (1) wykonanej korzystaie z miedzi zamontowana jest trwale co zapew-
nia dobrg przewodnos$¢ cieping, korzystnie przez zgrzewanie, podstawka (2) ze struktura potprzewodnikowa
(3) umocowang uprzednio jednym z obszaréw do podstawki (2) sposobem zapewniajacym dobrg przewodno$é
cieplng i elektryczna, korzystnie przez lutowanie, a drugim obszarem potaczona z przepustem (5) za pomoca
termo lub ultrakompresji, przy czym gniazdo obudowy (1) wypetnione jest zywicq polimeryzujaca (4) lub szybg
szklang o wspdtczynniku zatamania swiatta wiekszym od 1,5 i duzej przenikliwosci.

i

Prac. Poligraf. UP PRL naktad 120 +18
Cena 10 z+



	PL87950B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


